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݇ ൌ 	െ6ܸ	 

௧ 

 

ܴ2ሻ	 

azione 
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C) F

݋ܸ

ݐݑ݋ܸ
݊݅ݒ

ൌ

 |ሺ∞ሻܩ|

݋ܸ
݅ݒ

Frequenza di

Fondament

ௌீݒ ൌ ௜ݒ

ݐݑ݋ ൌ 	݃௠ீݒ

	݃௠ሺܴ1 ൅ ܴ

ݐݑ
݅݊

ൌ 	݃௠ܴଶ

i poli e zeri. 

ti di Elettron

௜௡ െ ݅஽ሺܴ1 ൅

ௌሺ1ீݒ ൅

ௌீݒ ൌ ሺ

ீௌሺܴ1 ൅ ܴ2ሻ

ܴ2ሻ ሺ1 ൅ ݃௠

ሺ0ܩ|

1
൫1 ൅ ݃௠ሺܴ2

ܴ௘௤

nica – Corso d

൅ ܴ2ሻ ൌ ௜௡ݒ	

݃௠ሺܴ1 ൅ ܴ
௜௡ݒ

ሺ1 ൅ ݃௠ሺܴ1

ሻ ൌ 	݃௠ሺܴ1 ൅

1
௠ሺܴ1 ൅ ܴ2ሻሻ

0ሻ| ൌ
6
7
ൌ 0

2ሻ൯
	ൌ 2݉ܵ

|ሺ∞ሻܩ| ൌ
1
2

ൌ ܴ1	//ሺܴ2

ܴ௘௤ ൌ 714

di Ingegneria

௡ െ ݃௠ீݒௌሺܴ

2ሻሻ ൌ  ௜௡ݒ

൅ ܴ2ሻሻ
 

൅ ܴ2ሻ ሺ1 ൅ ݃

	ൌ 2݉ܵ	3݇Ω

.857 

 

0.5݇Ω
1 ൅ 2

1
2

 

2 ൅
1
݃݉

ሻ 

4Ω 

a dell’Autom

ܴ1 ൅ ܴ2ሻ 

௜௡ݒ
݃௠ሺܴ1 ൅ ܴ2

Ω
1

1 ൅ 2݉ܵ	3

1
Ωܭ0.5	2݉ܵ

ൌ

azione 

2ሻሻ
	 

Ωܭ3
ൌ
6
7

 

ൌ
1
2
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Fondamentti di Elettron

௣݂ ൌ

ሺ0ܩ|

௭݂ ൌ 2

 

nica – Corso d

ൌ
1

ܥ௘௤ܴߨ2
ൌ

0ሻ| ௣݂ ൌ 	 ∞ሺܩ|

∗ ௣݂ ∗
6
7
ൌ 3

di Ingegneria

 ݖܪ݇	2.2

∞ሻ| ௭݂ 

 ݖܪ݇	78.

a dell’Autom

 

azione 
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4) 
 

 

a) 

HP: 

Determinare

Saturazione

Fondament

e Rs tale per 

e 

ܸீ ൌ
5

ti di Elettron

cui Id=0.5m

஽ܫ

ܸீ ௌ െ ்ܸ ൌ

5	80݇
200݇

൅
െ5
20

nica – Corso d

mA 

஽ ൌ ݇ሺܸீ ௌ െ

ൌ ඨ
஽ܫ
݇௡

ൌ ඩ
0
5

ܸீ ௌ ൌ 2ܸ	

120݇
00݇

ൌ
400

di Ingegneria

െ  ሻଶ	ݐܸ

ܣ0.5݉
ܣߤ00
ܸଶ

ൌ 1ܸ

0݇ െ 600݇
200݇

ൌ

a dell’Autom

R1 = 1

R2= 8

Rin=1

RD= 1

Cin = 

CL = 

࢔࢚ࢂ ൌ

࢖࢑ ൌ ૞૙

 

 

ൌ െ1ܸ 

azione 

120 kષ 

80 kષ 

144 k 

1.5 kષ 

 9 nF 

47 uF 

ൌ ૚	ࢂ 

૙૙
࡭ࣆ
૛ࢂ
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Saturazi

 

b) 

Calc

Per quan

Cin 

௅ inܥ

 

 |ሺ0ሻܩ|

A freque

 |ሺ∞ሻܩ|

ione conferm

Considerand

coliamo prim

nto riguarda 

introduce un

ntroduce uno

enza = 0, ܥ௜௡

Fondament

஽ܸ

mata 

do Rs = 500 e

ma di tutto la 

poli e zeri: 

no zero nell’o

o zero nell’or

௡݁	ܥ௅ si comp

ti di Elettron

ௌܸ ൌ ܸீ െ

ܴ௦ ൌ ൫ ௌܸ െ

ൌ 5 െ ܴ஽ܫ஽

e Id= 2mA, D

transcondutt

݃௠

origine e ha u

௣݂௜௡ ൌ ܥߨ2

rigine e ha u

௣݂௅ ൌ ߨ2

portano com

nica – Corso d

ܸீ ௌ ൌ 	െ1 െ

െ ሺെ5ሻ൯
1
஽ܫ
ൌ

ൌ 5 െ 1.5݇

஽ܸ௦ ൌ 7.25

Determinare

tanza: 

௠ ൌ 2ඥ݇ܫ஽

un polo in 

1
݅݊	ሺܴ݅݊ ൅ ܴ

un polo in 

1
ሺܴ௅	ܮܥߨ ൅ ܴ

me dei circuiti

ฬ
௢௨௧ܫ
௜௡ܫ

ሺ0ሻฬ ൌ

 

 

di Ingegneria

െ 2 ൌ െ3ܸ

ൌ
2
0.5

ൌ 4݇Ω

݇	0.5݉ ൌ 4.2

 

 | ூ೚ೠ೟
ூ೔೙

|. 

ൌ 2݉ܵ 

1||ܴ2ሻ
ൌ 92

ܴ஽ሻ
ൌ ݖܪ1.7

i aperti. 

ൌ 0 

a dell’Autom

25	ܸ 

 ݖܪ	2

 ݖ
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c)Ne
affin

Affinche

 

 

௢ܸ௨௧
௜೔೙

ൌ

el caso ad al
nché’ la cond

e la condizio

Fondament

ൌ	െ݃௠ሺܴ஽||

lta frequenza
dizione di pic

one di piccolo

ti di Elettron

௚ݒ ൌ ݅௜௡

ݐݑ݋ݒ

ݒ

௢ܸ௨௧ ൌ 	

ܴ௅ሻ
36݇Ω

1 ൅ ݃௠ܴ

௢௨ܫ
௜௡ܫ

a, calcolare i
ccolo segnal

o segnale sia

nica – Corso d

൫ܴ݅݊ห|ܴ2|หܴ

ൌ 	െ݃݉	ீݒ

ௌீݒ ൌ
௚ݒ

1 ൅ ݃

െ݃௠ሺܴ஽||ܴ

	
ܴ௦

ൌ െ2݉ܵ

௨௧

௡
ൌ ௢ܸ௨௧

݊݅ܫ
1
ܴ௅

ฬ
௢௨௧ܫ
௜௡ܫ

ሺ∞ሻฬ ൌ

il massimo va
le per il MOS

a verificata, v

di Ingegneria

ܴ1൯ ൌ 36݇	݅௜

ௌሺܴ஽||ܴ௅ሻ 

௚

݃݉	ܴௌ
 

௅ሻ
36݇Ω	i୧୬
1 ൅ ݃௠ܴ௦

ܵ	375Ω
3

1 ൅ 2

ൌ 	െ27 

ൌ 27 

alore della c
S sia rispetta

vogliamo che

a dell’Autom

௡ 

௦
	 

36݇Ω
2݉ܵ	500Ω

ൌ

 

orrente appl
ata. 

e ீݒௌ ≪ 2	ሺܸ

 

azione 

ൌ െ13.5
ܸ݇
ܣ

 

licabile in in

ܸீ ௌ െ ௧ܸ௡ሻ 

17 

gresso 
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Nel nostro circuito, 

௚ݒ ൌ ݅௜௡൫ܴ݅݊ห|ܴ2|หܴ1൯ ൌ 36݇Ω	݅௜௡ 

௦ݒ ൌ ݅ௗܴ௦ 

݅ௗ ൌ ݃௠ݒ௚௦ 

Quindi possiamo calcolare v_gs come: 

ௌீݒ ൌ ௚ݒ െ ௦ݒ ൌ ௚ݒ െ ݅ௗܴௌ ൌ ௚ݒ െ ݃௠ீݒௌܴௌ 

ௌீݒ ൌ
௚ݒ

1 ൅ ݃௠ܴ௦
ൌ

36݇Ω
1 ൅ ݃௠ܴ௦

	݅௜௡ 

ௌீݒ ൌ
36݇Ω

1 ൅ 2݉ܵ	500Ω
	݅௜௡ ൌ 18݇Ω	݅௜௡	 

Quindi possiamo scrivere: 

|ௌீݒ| ൌ 18݇Ω	|݅௜௡| 	≪ 2 ∗ |ܸீ ௌ െ ௧ܸ௡| ൌ 2 ∗ 1ܸ ൌ 2ܸ 

|݅௜௡| ≪
2ܸ
18݇

ൌ  ܣݑ	111

Per mantenere la condizione di piccolo segnale, vogliamo che 

|݅௜௡| ൏  ܣݑ	11

 

 

 

 

 


